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前    言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）归口。
本标准起草单位：宁波立立电子股份有限公司（现浙江金瑞泓科技股份有限公司）
本标准协助起草单位：有研半导体材料股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、万向硅峰电子股份有限公司、上海合晶硅材料有限公司
本标准主要起草人：刘丹、何良恩、许峰、张海英、
硅抛光回收片规范
1 范围

本标准专门针对于4寸、5寸、6寸和8寸单面或双面抛光硅片、未抛光硅片或外延硅片。
本标准适用于用户提供的或来源于第三方的回收硅片,产品主要用于机械、炉处理、颗粒和光刻中的监控片。另外，使用方须注意回收片的热历史、体沾污和表面沉积物情况。
2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6624      硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12962     硅单晶

GB/T 12964     硅单晶抛光片

GB/T 14246     半导体材料术语

GB/T 2828      逐批检查计数抽样程序及抽样表

GB/T 1553      硅和锗体内少数载流子寿命测定 光电导衰减法

GB/T 1550      非本征半导体材料导电类型测试方法
GB/T 1551      硅单晶电阻率测定方法
GB/T 11073     硅片径向电阻率变化的测量方法
GB/T 1555      半导体单晶晶向测定方法
GB/T 1554      硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法
GB/T 14140     硅片直径测量方法
GB/T 6618      硅片厚度和总厚度变化测试方法
GB/T 6620      硅片翘曲度非接触式测试方法
GB/T 13387     硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法
GB/T 13388     硅片参考面结晶学取向X射线测试方法
GB/T 26067     硅片切口尺寸测试方法
GB/T 4058      硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法
GB/T 14144     硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法
GB/T 6621      硅片表面平整度测试方法
GB/T 19921     硅抛光片表面颗粒测试方法
GB/T 24578     硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 24575     硅和硅外延片表面Na、Al、K和Fe的二次离子质谱测试方法
3 术语、定义、符号、单位或缩略语
3.1 炉处理硅片
可用于监控热工艺或作为注入的监控，通常只在洁净室环境使用
3.2 机械硅片
    适用于设备和工艺实验的硅片，通常在洁净室环境之外使用
3.3 颗粒硅片
用于监控区域或工艺的硅片，只能在洁净室环境使用
3.4 光刻硅片
用于调试光刻设备的硅片，对此工艺监控的硅片来说，表面平整度是关键，只在洁净室环境使用。
3.5 试验硅片
在半导体制造中适用于工艺监控的硅片。
3.6 回收硅片

为了继续利用已被返工的硅片。
4 产品分类

4.1 分类

    硅片按应用分为机械用、炉处理用、颗粒用和光刻用的监控片
4.2 牌号

硅片的牌号表示，按照GB/T 14844规定

5 表面缺陷标准

5.1 最小条件或方向——以下陈述关于缺陷的最小条件或方向是确定硅片是否合格的标准。小于下列限制的异常不应认定为缺陷。

5.2 区域沾污——任何强光灯下可见的硅片表面的外来污物，如变色的、斑驳的或云状的水渍、沾污。

5.3 裂纹——任何符合定义的缺陷且总长度大于0.25mm(即0.10inch)。
5.4 鸡爪——任何符合定义的缺陷且总长度大于0.25mm(即0.10inch)。

5.5 小丘（Dimple）——光滑表面任何直径大于3mm的坑。

5.6 边缘崩边或缺口——任何符合定义的边缘缺陷包括切割线进出痕迹且径向深度或周长大于0.25mm(即0.10inch)的。

5.7 手工印记——任何漫射光下可见的痕迹，例如金刚石划片器划出的痕迹。

5.8 雾——雾是指窄光源钨丝灯的影像在抛光片表面可见。（一些情况下沾污可能显示为雾）

5.9 桔皮——任何漫射光下可见的符合定义的粗糙表面。

5.10 颗粒沾污——平行光下明显可见的硅片表面残余的亮点状颗粒。

5.11 凹坑——强光灯下可见的符合定义的任何独立的显著的不可移除的表面缺陷。

5.12 线痕——漫射光下可见的任何符合定义的表面不规则缺陷。

5.13 划伤——任何符合定义的缺陷，且长宽比大于5:1
5.14 滑移线——漫射光下可见任何沿<110>晶向对齐的线状凸起。

5.15 条纹——漫射光下可见的任何符合定义的螺旋形缺陷。
6 技术要求
表1  150mm、200mm回收硅片规范
	项    目
	机械用
	炉处理用
	颗粒用
	光刻用

	1.0
	一般特性
	

	1.1
	生长方法
	按供货方

	1.2
	晶向
	按供货方

	1.3
	导电类型
	按供货方

	1.4
	掺杂剂
	按供货方

	1.5
	对合格质量区的标称边缘去除距离
	未规定
	客户规定

	2.0
	电学特性
	

	2.1
	电阻率
	客户规定

	2.2
	径向电阻率变化（RRG）
	未规定

	2.3
	电阻率条纹
	未规定

	2.4
	少数载流子寿命
	未规定

	3.0
	化学特性
	

	3.1
	氧浓度
	未规定
	按供货方
	未规定

	3.2
	径向氧变化
	未规定
	按供货方
	未规定

	3.3
	碳浓度
	未规定
	按供货方
	未规定

	4.0
	结构特性
	

	4.1
	位错蚀坑密度
	未规定
	无

	4.2
	滑移
	未规定
	无

	4.3
	金属结构
	未规定
	无

	4.4
	孪晶
	未规定
	无

	4.5
	旋涡
	未规定

	4.6
	浅坑
	未规定

	4.7
	氧化层错（OISF）
	未规定

	4.8
	氧化物沉淀
	未规定

	5.0
	晶片制备特性
	

	5.1
	晶片ID标志
	客户规定

	5.2
	正表面薄膜
	未规定
	无
	未规定
	无

	5.3
	洁净区
	未规定

	5.4
	非本征吸除
	未规定
	无
	未规定
	无

	5.5
	背封
	未规定
	无
	未规定
	无

	5.6
	退火
	未规定

	6.0
	机械特性
	

	6.1
	直径
	

	
	150mm±
	0.5mm

	
	200mm±
	0.5mm

	
	300mm±
	0.5mm

	6.2
	主参考面/切口尺寸
	按供货方

	6.3
	主参考面/切口取向
	按供货方

	6.4
	副参考面尺寸（若可适用）
	按供货方

	6.5
	副参考面位置（若可适用）
	按供货方

	6.6
	边缘轮廓
	未规定

	6.7
	厚度
	

	
	150mm(SEMI M1.8)
	533～675μm

	
	150mm(SEMI M1.13)
	585~725μm

	
	200mm
	600~775μm

	
	300mm
	650~800μm

	6.8
	厚度变化（TTV）
	未规定

	6.9
	表面取向
	按供货方

	6.10
	弯曲度
	未规定

	6.11
	翘曲度(直径300mm除外)
	未规定

	
	翘曲度(只对直径300mm硅片)
	未规定

	6.12
	峰－谷差
	未规定
	客户规定

	6.13
	总平整度
	未规定
	客户规定

	6.14
	局部平整度
	未规定
	客户规定

	7.0
	正表面化学性质
	

	7.1
	表面金属沾污
	

	
	钠
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	铝
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	钾
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	铬
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	铁
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	镍
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	铜
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	锌
	未规定
	客户规定
	未规定

	7.2
	表面有机物
	未规定

	8.0
	正表面目检特性
	

	8.1A
	重划伤－总长度
	未规定
	无

	8.1B
	轻划伤－总长度
	未规定
	≤0.10×Diameter

	8.2
	坑
	未规定
	客户规定

	8.3
	雾
	未规定
	客户规定

	8.4
	局部光散射体
	未规定
	≤0.20/cm2 @≧0.2μm

	8.5
	沾污/区域
	未规定
	无

	8.6
	边缘崩边
	未规定
	无

	8.7
	边缘裂纹
	未规定
	无

	8.8
	裂纹、鸦爪
	未规定
	无

	8.9
	火山口
	未规定
	无

	8.10
	凹坑
	未规定
	无

	8.11
	沟槽
	未规定
	无

	8.12
	小丘
	未规定
	无

	8.13
	橘皮
	未规定
	无

	8.14
	线痕
	未规定
	无

	9.0
	背表面特性
	

	9.1
	边缘崩边
	未规定
	无

	9.6
	粗糙度
	未规定
	客户规定

	9.7A
	光亮度（光泽度）（150和200mm）
	未规定

	9.7B
	光亮度（光泽度）（300mm）
	≧80%

	9.8
	局部光散射体
	未规定
	客户规定

	9.9A
	重划伤
	未规定
	≤0.25×Diameter

	9.9B
	轻划伤
	未规定

	10.0
	其他特性
	

	待定
	边缘状态
	

	
	150mm
	未规定

	
	200和300mm
	未规定
	客户规定


表2 100mm和125mm回收硅片规范
	
	项    目
	机械用
	炉处理用
	颗粒用
	光刻用

	1.0
	一般特性
	

	1.1
	生长方法
	按供货方

	1.2
	晶向
	按供货方

	1.3
	导电类型
	按供货方

	1.4
	掺杂剂
	按供货方

	1.5
	对合格质量区的标称边缘去除距离
	未规定
	客户规定

	2.0
	电学特性
	

	2.1
	电阻率
	客户规定

	2.2
	径向电阻率变化（RRG）
	未规定

	2.3
	电阻率条纹
	未规定

	2.4
	少数载流子寿命
	未规定

	3.0
	化学特性
	

	3.1
	氧浓度
	未规定
	按供货方
	未规定

	3.2
	径向氧变化
	未规定
	按供货方
	未规定

	3.3
	碳浓度
	未规定
	按供货方
	未规定

	4.0
	结构特性
	

	4.1
	位错蚀坑密度
	未规定
	无

	4.2
	滑移
	未规定
	无

	4.3
	金属结构
	未规定
	无

	4.4
	孪晶
	未规定
	无

	4.5
	旋涡
	未规定

	4.6
	浅坑
	未规定

	4.7
	氧化层错（OISF）
	未规定

	4.8
	氧化物沉淀
	未规定

	5.0
	晶片制备特性
	

	5.1
	晶片ID标志
	客户规定

	5.2
	正表面薄膜
	未规定
	无
	未规定
	无

	5.3
	洁净区
	未规定

	5.4
	非本征吸除
	未规定
	无
	未规定
	无

	5.5
	背封
	未规定
	无
	未规定
	无

	5.6
	退火
	未规定

	6.0
	机械特性
	

	6.1
	直径
	

	
	100mm±
	0.5mm

	
	125mm±
	0.5mm

	6.2
	主参考面/切口尺寸
	按供货方

	6.3
	主参考面/切口取向
	按供货方

	6.4
	副参考面尺寸（若可适用）
	按供货方

	6.5
	副参考面位置（若可适用）
	按供货方

	6.6
	边缘轮廓
	未规定

	6.7
	厚度
	

	
	100mm(SEMI M1.8)
	432～575μm

	
	100mm(SEMI M1.13)
	533～675μm

	
	125mm
	533～675μm

	6.8
	厚度变化（TTV）
	未规定

	6.9
	表面取向
	按供货方

	6.10
	弯曲度
	未规定

	6.11
	翘曲度
	未规定

	6.12
	峰－谷差
	未规定
	客户规定

	6.13
	总平整度
	未规定
	客户规定

	6.14
	局部平整度
	未规定
	客户规定

	7.0
	正表面化学性质
	

	7.1
	表面金属沾污
	

	
	钠
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	铝
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	钾
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	铬
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	铁
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	镍
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	铜
	未规定
	客户规定
	未规定

	
	锌
	未规定
	客户规定
	未规定

	7.2
	表面有机物
	未规定

	8.0
	正表面目检特性
	

	8.1
	划伤
	
	

	
	条数
	未规定
	≤2条

	
	划伤累计长度
	未规定
	20mm

	8.2
	坑
	未规定
	客户规定

	8.3
	雾
	未规定
	客户规定

	8.4
	局部光散射体
	未规定
	≤0.19/cm2 @客户规定尺寸

	8.5
	沾污/区域
	未规定
	无

	8.6
	边缘崩边
	未规定
	无

	8.7
	边缘裂纹
	未规定
	无

	8.8
	裂纹、鸦爪
	未规定
	无

	8.9
	火山口
	未规定
	无

	8.10
	凹坑
	未规定
	无

	8.11
	沟槽
	未规定
	无

	8.12
	小丘
	未规定
	无

	8.13
	橘皮
	未规定
	无

	8.14
	线痕
	未规定
	无

	9.0
	背表面特性
	

	9.1
	边缘崩边
	未规定
	无

	9.6
	粗糙度
	未规定
	客户规定

	9.7
	光亮度（光泽度）
	未规定

	9.8
	局部光散射体
	未规定
	客户规定

	9.9
	划伤
	

	
	条数
	未规定
	客户规定

	
	累计长度
	未规定
	客户规定


表3  180nm设计尺寸用200mm抛光回收硅片规范指南

	
	项    目
	180nm用200mm硅片

	1.0
	一般特性
	

	1.1
	生长方法
	直拉法或磁场直拉法

	1.2
	晶向
	｛100｝

	1.3
	导电类型
	P 

	1.4
	掺杂剂
	未规定

	1.5
	对合格质量区的标称边缘去除距离
	3mm（见注1）

	2.0
	电学特性
	

	2.1
	电阻率
	0.5～50.0Ω(cm

	2.2
	径向电阻率变化（RRG）
	未规定

	2.3
	电阻率条纹
	未规定

	2.4
	少数载流子寿命
	未规定

	3.0
	化学特性
	

	3.1
	氧浓度
	未规定

	3.2
	径向氧变化
	未规定

	3.3
	碳浓度
	未规定

	4.0
	结构特性
	

	4.2
	滑移
	无

	4.3
	金属结构
	无

	4.4
	孪晶
	无

	4.5
	旋涡
	未规定

	4.6
	浅坑
	未规定

	4.7
	氧化层错（OISF）
	未规定

	4.8
	氧化物沉淀
	未规定

	5.0
	晶片制备特性
	

	5.1
	晶片ID标志
	客户规定

	5.2
	正表面薄膜
	无

	5.3
	洁净区
	无

	5.4
	非本征吸除
	无

	5.5
	背封
	无

	6.0
	机械特性
	

	6.1
	直径
	200±0.2mm

	6.2
	主参考面/切口尺寸
	参照SEMI M1.9

	6.3
	主参考面/切口取向
	参照SEMI M1.9

	6.7
	厚度
	＞650μm(见注2)

	6.8
	厚度变化（TTV）
	最大10μm

	6.9
	表面取向
	｛100｝±1°

	6.10
	弯曲度
	客户规定

	6.11
	翘曲度
	未规定

	6.12
	峰－谷差
	未规定

	6.14
	局部平整度
	未规定

	7.0
	正表面化学性质
	

	7.1
	表面金属沾污
	

	
	钠
	＜1×1011/cm2

	
	铝
	＜1×1011/cm2

	
	铬
	＜1×1011/cm2

	
	铁
	＜1×1011/cm2

	
	镍
	＜1×1011/cm2

	
	铜
	＜1×1011/cm2

	
	锌
	＜1×1011/cm2

	
	钙
	＜1×1011/cm2

	8.0
	正表面目检特性
	

	8.1A
	重划伤-总长度
	无

	8.1B
	轻划伤-总长度
	＜20mm

	8.2
	坑
	无

	8.3
	雾
	无

	8.4
	局部光散射体
	＜0.20/cm2@≥0.20μm

	8.5
	沾污/区域
	无

	8.6
	边缘崩边
	无

	8.7
	边缘裂纹
	无

	8.8
	裂纹、鸦爪
	无

	8.9
	火山口
	无

	8.10
	凹坑
	无

	8.11
	沟槽
	无

	8.12
	小丘
	无

	8.13
	橘皮
	无

	8.14
	线痕
	无

	9.0
	背表面特性
	

	9.1
	边缘崩边
	无

	9.6
	粗糙度
	未规定

	9.7
	光亮度（光泽度）
	未规定

	待定
	局部光散射体
	未规定

	待定
	重划伤-总长度
	＜50mm

	待定
	轻划伤-总长度
	未规定

	10.0
	其他特性
	

	待定
	边缘状况
	已抛光

	待定
	包装
	未规定


注：
    1 对边缘去除，激光刻码区域予以专门考虑

2 由于设备制约，可能限制最小厚度

7 试验方法
7.1 硅片导电类型测量按GB/T 1550进行

7.2 硅片电阻率测量按GB/T 1551进行
7.3 硅片径向电阻率变化测量按GB/T 11073进行

7.4 硅片晶向测量按GB/T 1555进行
7.5 硅片晶体完整性检验按GB/T 1554进行

7.6 硅片直径测量按GB/T 14140进行
7.7 硅片厚度和总厚度变化测量按GB/T 6618进行
7.8 硅片翘曲度测量按GB/T 6620进行

7.9 硅片参考面长度测量按GB/T 13387进行

7.10 主参考面晶向测量按GB/T 13388进行

7.11 硅片表面质量目视检验参照GB/T 6624进行

7.12 切口尺寸的测量按GB/T 26067进行
7.13 抛光片氧化诱生缺陷按GB/T 4058进行

7.14 硅片间隙氧含量的测定按GB/T 14144进行

7.15 硅片平整度测量按GB/T 6621进行

7.16 局部光散射测量按照GB/T 19921进行
7.17 表面金属沾污GB/T 24578及GB/T 24575进行，其他可利用的更灵敏的方法由供需双方商定。
8 检验规则
8.1 每批产品由供方质量部门进行检验，确保产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

8.2 需方可对收到的产品进行检验，若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

8.3 每批产品的检验项目采用抽样检验，产品采用GB/T 2828.1 一般检查水平Ⅱ、一次抽样方案抽样检查或按供需双方商定的方法抽样检查。
8.4 导电类型、晶向检验若有一片不合格，则判该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平(AQL)见表4.

表4 检验项目及合格质量水平
	序号
	检验项目
	合格质量水平(AQL)

	1
	电阻率范围
	1.0

	2
	总厚度变化
	1.0

	3
	直径偏差
	2.5

	4
	参考面位置
	1.0

	5
	参考面长度（或直径）
	1.0

	6
	表面质量
	局部散射体(LLS)
	1.0

	
	
	区域沾污
	1.0

	
	
	边缘崩边、刀痕、杂质条纹
	累计1.0

	
	
	裂纹、鸦爪
	累计1.0

	
	
	凹坑、沟槽、小丘、桔皮、火山口
	累计1.0


9 标志、包装、运输和贮存
9.1 包装、标志

9.1.1 硅片用相应规格的盒子包装，然后将盒子装入包装箱。包装应采取防破碎、防损伤、防沾污等措施。特殊的包装要求由供需双方商定。

9.1.2 包装箱外应标有“小心轻放”、“防腐”、“防潮”字样或标志，并注明：

a)需方名称
b)产品名称、牌号
c)产品件数、盒数
d)供方名称

9.2 质量证明书

9.2.1 每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称

b) 产品名称及牌号

c) 产品批号
d) 产品盒数、片数
e) 各项检验结果及检验部门印记
f) 本标准编号

g) 出厂日期

9.3 运输、贮存

9.3.1 产品在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，且应采取防震、防潮措施。

9.3.2 产品应贮存在清洁、干燥环境中。
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